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前回の秋の応用物理学会で、CZ法による直径 75㎜の ScAlMgO4（以下 SAMと略称する）バル

ク単結晶作製[1]、と直径 50 ㎜の SAMバルク無転位単結晶の作製と X 線評価[2]を報告した。SAM

単結晶の大口径化（直径 100～150㎜）及び無転位化も可能になりつつあり、様々な応用が期待さ

れる GaN の本格的基板として注目されるようになってきた。 

今回は、GaN エピタキシャル成長を行う場合に必要となる種々の物性測定を実施した。実施し

た内容は、組成、微量不純物、弾性率、硬さ、比熱、熱伝導率、光学特性（THz～紫外）、X線構

造解析等である。 

表 1に Rutherford Back-Scattering (RBS)による組成分析の結果を示す。この表ではMgを 1とし

て規格化している。この結果から、Sc3+イオンが Al3+のサイトに一部置換して結晶を形成している

ことが推定できる。表 2および表 3に機械的、熱的測定の結果を示す。 

 

SAM 単結晶基板は無色透明な絶縁性

基板で、サファイア同様に水、酸、アル

カリに耐性があり、高温でも熱的に安定

である。この SAM基板上に MOCVD 法

により作製した直径40㎜と50㎜のGaN

テンプレート（厚さ約 3µm）を図 1に示

す。SAM上に成長した GaN膜は、冷却

時に基板から容易に剥離可能であった。 
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